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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年2月12日(2021.2.12)

【公表番号】特表2020-504909(P2020-504909A)
【公表日】令和2年2月13日(2020.2.13)
【年通号数】公開・登録公報2020-006
【出願番号】特願2019-536303(P2019-536303)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/22     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/0264   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   33/22     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   33/32     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   31/08     　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月23日(2020.12.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１半導体層と、
　前記第１半導体層上に配置され、Ｖピットを含む第２半導体層と、
　前記第２半導体層上に配置され、前記第２半導体層のＶピットと対応するＶピットを含
む活性層と、
　前記活性層上に配置され、前記活性層よりも広いバンドギャップを有し、前記活性層の
Ｖピットと対応するＶピットを含む第３半導体層と、
　前記第３半導体層上に配置され、前記第３半導体層のＶピットと対応するＶピットを含
む第４半導体層と、
　前記第４半導体層上に配置され、前記第４半導体層よりも広いバンドギャップを有し、
前記第４半導体層と対応するＶピットを含む第５半導体層と、
　前記第５半導体層上に配置される第６半導体層と、を含み、
　前記第３半導体層及び前記第５半導体層はアルミニウム組成を含み、
　前記第４半導体層は、前記第３半導体層及び前記第５半導体層よりも低いバンドギャッ
プを有し、
　前記第５半導体層は、前記第３半導体層と同一又は広いバンドギャップを有し、
　前記活性層は、前記第２半導体層のＶピット上に配置され、Ｒ(１１０２)面と対応する
第１領域と、前記第２半導体層のＶピットの外郭に配置され、Ｃ(０００１)面と対応する
第２領域とを含み、
　前記第２領域は、前記第１領域より上部に配置され、
　前記第２半導体層、前記活性層、前記第３半導体層、前記第４半導体層及び前記第５半
導体層のそれぞれのＶピットのうち、前記第２半導体層のＶピットの水平方向の幅が一番
小さく、前記第５半導体層のＶピットの水平方向の幅が一番大きく、
　前記第２半導体層、前記活性層、前記第３半導体層、前記第４半導体層及び前記第５半
導体層のそれぞれのＶピットのそれぞれの下部頂点は、前記第２半導体層の上面より下に
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配置される、半導体素子。
【請求項２】
　前記第２半導体層、前記活性層、前記第３半導体層、前記第４半導体層及び前記第５半
導体層のそれぞれのＶピットのそれぞれの下部頂点は、前記第２半導体層の上面と前記第
２半導体層の下面との間に配置される、
請求項１に記載の半導体素子。
【請求項３】
　前記活性層と前記第２半導体層との間に配置される第７半導体層を含み、
　前記第７半導体層は、前記第２半導体層のＶピットと対応するＶピットを含み、
　前記第７半導体層は、ＧａＮ、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＡｌＧ
ａＮ、ＡｌＩｎＮの化合物半導体のうち少なくとも２以上の半導体がペアで交互し、
　前記活性層のＶピットは、前記第７半導体層のＶピット上に配置される、請求項２に記
載の半導体素子。
【請求項４】
　前記第５半導体層は、前記第４半導体層のＶピット上に配置される第１領域と、前記第
４半導体層のＶピットの外郭に配置される第２領域とを含み、
　前記第５半導体層の第１領域は、前記第５半導体層の第２領域よりも薄い厚さを有する
、請求項２に記載の半導体素子。
【請求項５】
　前記第２半導体層、前記活性層、前記第３半導体層、前記第４半導体層及び前記第５半
導体層のそれぞれのＶピットの水平方向の幅は、前記第１半導体層の上面から前記第６半
導体層の上面方向に行くほど広くなる、請求項１に記載の半導体素子。
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